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(54) Bezeichnung: Leiterplatte, Speichermodul und Herstellungsverfahren

(57) Hauptanspruch: Leiterplatte fiir ein Speichermodul mit
— einem Leiterplattenpanel (101) mit zwei Langskanten und
zwei lateralen Kanten,

— einer Mehrzahl von Speicherchip-Kontaktstellengruppen
(115), die jeweils mehrere Kontaktstellen zur Kontaktierung
von auf beiden Seiten des Panels an entsprechenden Spei-
cherchipplatzen anzuordnenden Speicherchips (110) bein-
halten, wobei die Speicherchipplatze zu den Leiterplatten- 120..
panel-Langskanten parallele Langskanten und zu den late-
ralen Kanten des Leiterplattenpanels parallele laterale
Kanten beinhalten,

— einer Mehrzahl von Verbindern (130), die entlang der
Langskanten des Panels angeordnet sind, wobei die Ver-
binder so konfiguriert sind, dass sie die Speicherchip-Kon-
taktstellengruppen mit einem externen Bauelement elek-
trisch verbinden, und

— einer Mehrzahl von Dampfungschip-Kontaktstellengrup-
pen (117) zur Kontaktierung von eingebauten Dampfungs-
chips (120), wobei die Dampfungschip-Kontaktstellengrup-
pen so konfiguriert sind, dass sie eine elektrische Verbin- 101
dung zu den Verbindern herstellen und Signalrauschen
dampfen,

dadurch gekennzeichnet, dass

— die Dampfungschip-Kontaktstellengruppen (117) samtlich 110 4@
benachbart zu lateralen Kanten der Speicherchipplatze, die
zu den lateralen Kanten des Leiterplattenpanels (101) par-
allel...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Leiter-
platte (PCB) nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1,
auf ein Speichermodul mit einer Leiterplatte und auf
ein Verfahren zur Herstellung eines Speichermoduls.

[0002] Ein herkédmmliches Speichermodul, das fir
eine Installation in einem Personalcomputer (PC), ei-
nem Systemserver oder einem Kommunikationsver-
bindungssystem konfiguriert ist, beinhaltet typischer-
weise eine chipexterne Leiterplatte, die mit einem in-
tegrierten Speicherschaltkreis (IC) bestickt ist. Das
Speichermodul beinhaltet des Weiteren typischer-
weise einen Verbinder, um das Speichermodul mit ei-
nem externen Bauelement zu verbinden. Der Verbin-
der tauscht ein elektrisches Datenanfragesignal (DQ)
mit dem externen Bauelement aus, um Daten von
dem Speicherchip zu lesen und Daten auf ihm aufzu-
zeichnen.

[0003] Ohne einen Dampfungswiderstand zwischen
einem synchronen DRAM (SDRAM) und einer kan-
tenseitigen Anschlussstelle kann eine Signalreflexion
(wie ein Uberschwingen oder ein Unterschwingen
des DQ-Signals) auftreten. Daher ist im Allgemeinen
in dem Speichermodul ein Dampfungschip enthalten,
der ein Uber-/Unterschwingen verhindern kann.

[0004] Die Fig. 5 und Fig. 6 zeigen schematisch ein
herkdmmliches Speichermodul. Wie in den Eig.5
und Fig. 6 gezeigt, beinhaltet ein herkémmliches
Speichermodul eine rechteckige, panelartige PCB
1100 mit einer Lange, die groRer als ihre HOhe ist.
Speicherchips 1110 sind in einer einzigen Linie ent-
lang der Lange der PCB 1100 angeordnet, und Ver-
binder 1130 sind entlang einer unteren Kante der
PCB 1100 ausgebildet. Dampfungschips 1120 sind
zwischen den Verbindern 1130 und den Speicher-
chips 1110 angeordnet, um ein Uber-/Unterschwin-
gen des DQ(Dateneingangs-/Datenausgangs)-Sig-
nals zu verhindern. Diese Speichermodulkonfigurati-
on erhoht die Speicherkapazitdt des Systems, be-
schrankt jedoch die Fahigkeit, die Abmessung des
Speichermoduls zu reduzieren, um kleinere Syste-
mausfuhrungen zu ermdglichen. Da insbesondere
die Dampfungschips 1120 zwischen den Speicher-
chips 1110 und den Verbindern 1130 positioniert sind,
gibt es eine Begrenzung fir das Mal}, um das die
Hohe des Speichermoduls reduziert werden kann,
und daher fir die Reduktion der Abmessung des
Bauelements, in welches das Speichermodul einge-
setzt werden soll.

[0005] In der Patentschrift US 6.115.278 ist ein
Speichermodul mit einer Leiterplatte gemall dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 offenbart, wobei dort
Dampfungschips in Form von entsprechenden Wi-
derstands-/Kondensatorkonfigurationen hauptséach-
lich benachbart zu der den Verbindern entgegenge-

setzten Langsseite der Speicherchips, aber auch
zwischen je einem letzten Speicherchip und der be-
nachbarten lateralen Kante des Leiterplattenpanels
sowie in einem chipfreien Mittenbereich angeordnet
sind, der auBerdem zur Aufnahme eines
Adress-/Steuerpuffers dient und auf dessen beiden
Seiten die Speicherchips in zwei Gruppen aufgeteilt
angeordnet sind.

[0006] Der Erfindung liegt als technisches Problem
die Bereitstellung einer Leiterplatte der eingangs ge-
nannten Art, eines entsprechenden Speichermoduls
und eines Herstellungsverfahrens flr ein solches zu-
grunde, mit denen sich die vorstehend beschriebe-
nen Schwierigkeiten ganz oder teilweise beheben
lassen und die insbesondere eine Speichermodul-
konfiguration mit einer PCB reduzierter Abmessung
ermdglichen, um eine Implementierung in ein kleine-
res System zu erlauben, wahrend die gleiche oder
eine vergréRerte Speicherkapazitat erzielt wird.

[0007] Die Erfindung I6st dieses Problem durch die
Bereitstellung einer Leiterplatte mit den Merkmalen
des Anspruchs 1, eines Speichermoduls mit den
Merkmalen des Anspruchs 9 und eines Speichermo-
dul-Herstellungsverfahrens mit den Merkmalen des
Anspruchs 20.

[0008] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind in den Unteranspriichen angegeben.

[0009] Die PCB gemal der Erfindung ist vorzugs-
weise eine rechteckige, panelartige PCB mit einer
Lange, die groRer als deren Hohe ist. Kontaktstellen,
die zu den in den Speicherchips ausgebildeten Lei-
terbahnen gehdren, sind vorzugsweise auf einer Sei-
te der PCB angeordnet. Mehrere Speicherchips, je-
weils mit mehreren Leiterbahnen, sind auf der Vor-
der- und/oder der Ruickseite der PCB angeordnet.
Verbinder sind entlang einer Kante der PCB ausgebil-
det, um die Speicherchips mit einem externen Baue-
lement elektrisch zu verbinden. Dampfungschips
sind zwischen den Speicherchips angeordnet, um die
Verbinder mit den Speicherchips elektrisch zu verbin-
den und die elektrischen Signale zu dampfen.

[0010] Die Speicherchips sind vorzugsweise rechte-
ckige, doppelseitige Speicherchips mit mehreren Lei-
terbahnen, die entlang beider Langskanten ausgebil-
det sind. Die Leiterbahnen sind vorzugsweise in re-
gelmaRigen Intervallen in einer einzigen Linie entlang
der Lange der PCB angeordnet. Im Fall eines dyna-
mischen Speichers mit wahlfreiem Zugriff (DRAM)
kénnen verschiedene Typen von Speicherchips ver-
wendet werden. Es kann auch ein synchrones DRAM
(SDRAM) verwendet werden.

[0011] Die entlang einer Unterkante der PCB aus-
gebildeten Verbinder beinhalten vorzugsweise meh-
rere Verbindungskontaktstellen, die so ausgelegt
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sind, dass sie mit den Leiterbahnen der Speicher-
chips elektrisch verbunden sind. Die Verbindungs-
kontaktstellen sind in regelméaRigen Intervallen in ei-
ner einzigen Linie entlang der Lange der Verbinder
angeordnet. Da die Verbindungskontaktstellen aus
dinnen Metallplattchen mit hoher Leitfahigkeit beste-
hen, kénnen sie aullerdem ungedampfte elektrische
Signale ohne Rauschen ubertragen.

[0012] In einem Dampfungsbauelement ist vorzugs-
weise ein Dampfungsschaltkreis vorgesehen, der
wenigstens einen Widerstand beinhaltet, um das
Uber-/Unterschwingen zu verhindern, das durch den
Signalaustausch zwischen den Speicherchips und
dem externen Bauelement verursacht werden kann.
Am bevorzugtesten wird ein Vierfeldregister mit vier
Widerstanden in der Schaltkreiskonfiguration ver-
wendet. Zwei Dampfungschips, welche die Damp-
fungsschaltkreise beinhalten, sind vorzugsweise ent-
lang der Speicherchips in einer Linie parallel zu den
lateralen Kanten der PCB angeordnet, um weniger
Raum einzunehmen.

[0013] Wie vorstehend beschrieben, kann in einem
Speichermodul, das gemaf der bevorzugten Ausfih-
rungsform der Erfindung aufgebaut ist, die PCB mit
einer geringeren Hohe gefertigt werden, da zwei
Dampfungsschaltkreise entlang der Speicherchips
angeordnet sind, und die Abmessung der PCB fir
das Speichermodul kann daher effektiv reduziert wer-
den. Demzufolge kdnnen Bauelemente mit Speicher-
modulen kompakter hergestellt werden.

[0014] Die PCB, die zur Fertigung des vorstehend
beschriebenen Speichermoduls verwendet wird, be-
inhaltet vorzugsweise eine rechteckige, panelartige
PCB. Mehrere Speicherchip-Kontaktstellengruppen,
die aus mehreren Kontaktstellen entsprechend den
mehreren Speicherchips bestehen, sind auf beiden
Seiten der PCB angeordnet. Jeder der Speicherchips
beinhaltet mehrere Leiterbahnen. Verbinder sind ent-
lang einer Kante der PCB ausgebildet, um die Spei-
cherchip-Kontaktstellengruppen mit einem externen
Bauelement elektrisch zu verbinden. Mehrere Damp-
fungschip-Kontaktstellengruppen, die jeweils einge-
baute Dampfungschips aufweisen, sind entlang der
Speicherchip-Kontaktstellengruppen angeordnet, um
die Verbinder elektrisch zu verbinden und das Signal-
rauschen zu dampfen.

[0015] Die mehreren Speicherchip-Kontaktstellen-
gruppen sind in regelmafigen Intervallen in einer ein-
zigen Linie entlang der Lange der PCB angeordnet.
AuRerdem beinhaltet jede Speicherchip-Kontaktstel-
lengruppe mehrere Kontaktstellen, die zu den Leiter-
bahnen der Speicherchips ausgerichtet sind. Die
Speicherchip-Kontaktstellengruppen sind derart an-
geordnet, dass sich Seiten der Speicherchips, wo
Leiterbahnen ausgebildet sind, parallel zu der Langs-
kante der PCB befinden.

[0016] In dem Verbinder sind mehrere Verbindungs-
kontaktstellen mit den Speicherchip-Kontaktstellen
elektrisch verbunden. Die Verbindungskontaktstellen
sind in regelmaRigen Intervallen entlang der Langs-
kante des Verbinders angeordnet und aus diinnen
Metallplattchen aufgebaut, die dafiir ausgelegt sind,
einen Austausch elektrischer Signale ohne Wider-
stand zu unterstltzen. Zwei Dampfungschip-Kontakt-
stellengruppen sind benachbart zu jeder der benach-
barten Speicherchip-Kontaktstellengruppen positio-
niert. Die Dampfungchips sind in einer Linie parallel
zu den lateralen Kanten der PCB angeordnet. Die
Hohe der Langskante der PCB kann daher reduziert
werden.

[0017] Vorteilhafte, nachfolgend beschriebene Aus-
fuhrungsformen der Erfindung sowie die zu deren
besserem Verstandnis erlauterten herkdmmlichen
Ausfuhrungsbeispiele sind in den Zeichnungen dar-
gestellt, in denen zeigen:

[0018] Fig.1 eine perspektivische Draufsicht auf
ein Speichermodul, das erfindungsgemaf aufgebaut
ist,

[0019] Fig. 2A und Fig. 2B Draufsichten, die eine
Vorderseite beziehungsweise eine Riickseite des
Speichermoduls von Eig. 1 zeigen,

[0020] Fig. 3 ein Blockschaltbild einer Leiterplatte
(PCB) fur das Speichermodul von Fig. 1,

[0021] Fig. 4A und Fig. 4B Draufsichten, die eine
Vorderseite beziehungsweise eine Rickseite der
PCB fur das Speichermodul von Fig. 1 darstellen,
und

[0022] Fig. 5 und Fig. 6 Draufsichten, die eine Spei-
chermodulanordnung gemaf dem Stand der Technik
zeigen.

[0023] Fig. 1 ist eine perspektivische Draufsicht auf
ein Rechnerbauelement 200, das mit Speichermodu-
len 100 versehen ist, die erfindungsgemaf’ aufgebaut
sind. Um beide Seiten des Speichermoduls 100 dar-
zustellen, ist eine Vorderseite 102a des Speichermo-
duls 100 auf der linken Seite gezeigt, und eine Ruck-
seite 102b eines gleichartigen, benachbarten Spei-
chermoduls 100 ist auf der rechten Seite gezeigt.

[0024] Bezugnehmend auf Fig.1 beinhaltet das
Speichermodul 100, das erfindungsgemal aufge-
baut ist, eine rechteckige, panelartige Leiterplatte
(PCB) 101. Mehrere Speicherchips 110 sind entlang
der Lange der PCB 101 angeordnet. Jeder Speicher-
chip beinhaltet mehrere Leiterbahnen 111. Verbinder
130, die entlang einer Kante der PCB 101 ausgebil-
det sind, sind physisch auf dem externen Rechner-
bauelement 200 getragen und kommunizieren elek-
trisch mit den Speicherchips 110. Spezieller Uibertra-
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gen die Speicherchips 110 durch die Verbinder 130
elektrische Signale zu dem externen Bauelement
200 und empfangen elektrische Signale von diesem.
Dampfungschips 120 sind benachbart zu den Spei-
cherchips 110 angeordnet und so ausgelegt, dass sie
ein durch externes Rauschen verursachtes Uber-
schwingen und Unterschwingen der elektrischen Sig-
nale zwischen den Verbindern 130 und den Speicher-
chips 110 eliminieren.

[0025] Die Fig. 2A und Fig. 2B sind Draufsichten
auf das Speichermodul 100 von Fig. 1. Fig. 2A zeigt
eine Vorderseite 102a des Speichermoduls 100,
wahrend Fig. 2B eine Riickseite 102b desselben
zeigt. Bezugnehmend auf die Fig. 2A und Fig. 2B
besteht das Speichermodul 100 jeweils vorzugswei-
se aus einer rechteckigen, panelartigen PCB 201 mit
darauf ausgebildeten gedruckten Schaltkreisen. Die
gedruckten Schaltkreise beinhalten Metalldrahtlei-
tungen, die innerhalb der PCB 101 angeordnet sind,
um eine Mehrzahl von auf der PCB 101 angeordne-
ten Speicherchips 110 elektrisch miteinander zu ver-
binden.

[0026] Flichtige Speicherbauelemente, wie syn-
chrone dynamische Speicher mit wahlfreiem Zugriff
(SDRAMSs) kénnen zum Beispiel als die Speicher-
chips 110 verwendet werden. Die mehreren Spei-
cherchips 110 sind vorzugsweise rechteckige, panel-
artige Chips, deren Langskante langer als eine late-
rale Kante bzw. Querkante desselben ist. Die Spei-
cherchips 110 kdnnen auf beiden Seiten 102a, 102b
der PCB 101 entlang ihrer Lange angeordnet sein.
Mehrere Leiterbahnen 111 stehen in regelmaRigen
Intervallen von den Langskanten jedes Speicher-
chips 110 vor. Die Langskanten der Speicherchips
110 sind vorzugsweise parallel zu der Langskante
der PCB 101 angeordnet. Die Leiterbahnen 111 sind
mit Verbindungskontaktstellen 131 der Verbinder 130
durch die in der PCB 101 angeordneten Metalldraht-
leitungen verbunden.

[0027] Jedes Speichermodul 100 beinhaltet vor-
zugsweise insgesamt neun Speicherchips 110, wo-
bei fiinf Speicherchips 110 auf der Vorderseite 102a
der PCB 101 angeordnet sind und vier Speicherchips
110 auf der Riickseite 102b der PCB 101 angeordnet
sind. Die Anzahl der Speicherchips 110 auf der PCB
101 kann in Abhangigkeit von der notwendigen Spei-
cherkapazitat fir das System eingestellt werden, in
dem das Speichermodul 100 zu verwenden ist.

[0028] Die Verbinder 130 sind vorzugsweise in einer
gurtelartigen Weise auf der Oberflache der PCB 101
in einer geringen Distanz zu der unteren Langskante
angeordnet. In den Verbindern 130 sind Verbin-
dungskontaktstellen 131 mit Metalldrahtleitungen auf
der Innenseite der PCB 101 elektrisch verbunden, die
ihrerseits mit den Drahtleitungen der gedruckten
Schaltkreise der PCB 101 verbunden sind. Auler-

dem bezugnehmend auf Fig. 1 bestehen die Verbin-
dungskontaktstellen 131 aus hoch leitfahigen Metal-
len, die elektrische Signale zwischen dem externen
Bauelement 200 und den Speicherchips 110 gleich-
maRig ubertragen kénnen. Die Verbinder 130 bein-
halten mehrere Antideformationsvertiefungen 105,
die in regelmaRigen Intervallen entlang der Lange der
Verbinder 130 angeordnet sind, um eine Deformation
der PCB 101 zu verhindern. Die Verbinder 130 ent-
sprechen den Verbindern 230 des externen Bauele-
ments 200, um Daten durch Ubertragen/Empfangen
von Signalen zu/von den Speicherchips (z.B.
SDRAM) 110 auszutauschen und um das Speicher-
modul 100 physisch fest auf dem externen Bauele-
ment 200 zu tragen.

[0029] Um Rauschen zu eliminieren, das vom Aus-
tausch elektrischer Signale zwischen den Speicher-
chips 110 und dem externen Bauelement 200 verur-
sacht werden kann, und um die Signalauflésung zu
steigern, sind aullerdem Dampfungschips 120 in ho-
rizontal orientierten Paaren benachbart zu den Spei-
cherchips 110 angeordnet. Spezieller sind die zwei
Dampfungschips 120 in jedem Paar vorzugsweise in
einer Linie parallel zu den lateralen Kanten der PCB
101 angeordnet. Langskanten der Dampfungschips
120 sind ebenfalls bevorzugt parallel zu den lateralen
Kanten der PCB 101 angeordnet. Die Dampfungs-
chips 120 sind vorzugsweise Vierfeld-Registerchips,
die mehrere Widerstandselemente aufweisen. Die
Dampfungschips 120 Ubertragen die Signale von
dem externen Bauelement 200 zu den Speicherchips
110 ohne Uberschwingen der Signale.

[0030] Mehrere Leiterbahnen 121 sind auf jeder der
Langskanten der Dampfungschips 120 ausgebildet.
Die mehreren Leiterbahnen 121 sind mit Leiterbah-
nen 111 der Speicherchips 110 verbunden. Die Lei-
terbahnen 111 der Speicherchips 110 sind mit Verbin-
dungsanschlissen 131, die in den Verbindern 130
ausgebildet sind, durch interne Metalldrahtleitungen
der gedruckten Schaltkreise der PCB 101 elektrisch
verbunden, um Eingangs-/Ausgangssignale mit dem
externen Bauelement 200 auszutauschen. Durch An-
ordnen von Dampfungschips 120 benachbart zu late-
ralen Kanten der Speicherchips 110 kann die Héhe
der PCB 101 drastisch reduziert werden, und die Ab-
messung des Speichermoduls kann dadurch redu-
ziert werden.

[0031] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm, das eine elek-
trische Kommunikation zwischen Komponenten des
Speichermoduls 100 der Fig. 2A und Fig. 2B dar-
stellt. Bezugnehmend auf die Fig. 1, Fig. 2A, Fig. 2B
und Fig. 3 wird, wenn ein elektrisches Signal von
dem externen Bauelement 200 Uber den Verbin-
dungsanschluss 131 des Verbinders 130 zu der PCB
101 Ubertragen wird, das Eingangssignal zu dem
Dampfungschip 120 ubertragen. Der Dampfungschip
120 dampft elektrisches Signalrauschen heraus, um
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lediglich das reale Signal zu der Eingangsleitung des
Speicherchips 110 mittels Filtern durchzulassen. In
Abhangigkeit von dem zu dem Speicherchip 110
Ubertragenen Signal kénnen Daten von dem exter-
nen Bauelement 200 gesendet und im Inneren des
Speicherchips 110 gesichert werden, oder es kénnen
Daten, die in dem Speicherchip 110 gesichert sind, in
ein elektrisches Ausgangssignal gewandelt und tber
eine Ausgangsleitung des Speicherchips 110 zu dem
Dampfungschip 120 ubertragen werden. Das Aus-
gangssignal wird vom Dampfungschip 120 durch den
Verbinder 130 zu dem externen Bauelement 200
Ubertragen. In dieser Ausfiihrungsform kénnen das
externe Bauelement 200 und der Speicherchip 110
ohne irgendein Rauschen kommunizieren, indem
Daten gleichmallig Uber den Dampfungschip 120
ausgetauscht werden.

[0032] In einem Speichermodul 100, das gemal ei-
ner bevorzugten Ausfihrungsform der Erfindung
konfiguriert ist, kann der Abstand zwischen dem Ver-
binder 130 und dem Speicherchip 110 reduziert wer-
den, da Dampfungschips 120 benachbart zu den
Speicherchips 110 angeordnet sind. Die HOhe der
PCB fur das Speichermodul 100 kann daher verrin-
gert werden. Die Gesamthdohe des Speichermoduls
100 kann beispielsweise so reduziert werden, dass
es in Bauelemente der nachsten Generation mit einer
Abmessung von 900mm oder weniger passt.

[0033] Die Fig. 4a und Fig. 4B sind Draufsichten,
die eine Vorderseite 102a und eine Rickseite 102b
der PCB 101 fir das Speichermodul gemafR einem
weiteren Aspekt der Erfindung darstellen. Bezugneh-
mend auf die Fig. 1, Fig. 4A und Fig. 4B beinhaltet
ein Speichermodul 100 vorzugsweise eine rechtecki-
ge, panelartige PCB 101 mit mehreren Speicher-
chip-Kontaktstellengruppen 115, die aus mehreren
Kontaktstellen 115a bestehen. Die Chip-Kontaktstel-
lengruppen 115 entsprechen der Mehrzahl von Spei-
cherchips 110, die auf beiden Seiten der PCB 101 an-
geordnet sind. Verbinder 130 sind entlang einer Kan-
te der PCB 101 ausgebildet, um die Speicher-
chip-Kontaktstellengruppen 115 mit dem externen
Bauelement 200 elektrisch zu verbinden. Mehrere
Dampfungschip-Kontaktstellengruppen 117 mit ein-
gebauten Dampfungschips sind zwischen den Spei-
cherchip-Kontaktstellengruppen 115 angeordnet und
mit den Verbindern 130 elektrisch verbunden, um Si-
gnalrauschen zu dampfen.

[0034] Die Speicherchip-Kontaktstellengruppen 115
sind in regelmafigen Intervallen in einer einzelnen Li-
nie entlang der Lange der PCB 101 angeordnet. Au-
Rerdem sind die mehreren Kontaktstellen 115a jeder
Speicherchip-Kontaktstellengruppe 115 beziglich
der Leiterbahnen 111 eines entsprechenden Spei-
cherchips 110 auf der PCB 101 ausgerichtet. Mit an-
deren Worten sind mehrere Kontaktstellen 115a be-
nachbart zu den Langskanten eines entsprechenden

Speicherchips 110 angeordnet, um eine Speicher-
chip-Kontaktstellengruppe 115 zu bilden. Die Spei-
cherchip-Kontaktstellengruppen 115 sind daher vor-
zugsweise in Linien angeordnet, die parallel zu der
Langskante der PCB 101 verlaufen. Mehrere Verbin-
dungskontaktstellen 131 des Verbinders 130 sind mit
den Speicherchip-Kontaktstellen 115a elektrisch ver-
bunden. Die Verbindungskontaktstellen 131 beste-
hen vorzugsweise aus dinnem Metall und sind in re-
gelmaRigen Intervallen nahe der Langskante des
Verbinders 130 angeordnet.

[0035] Jede der Dampfungschip-Kontaktstellen-
gruppen 117 beinhaltet vorzugsweise eine Mehrzahl
von Dampfungschip-Kontaktstellen 117a, die den
Leiterbahnen 121 eines zugehdérigen Dampfungs-
chips 120 auf der PCB 101 entsprechen. Zwei Damp-
fungschip-Kontaktstellengruppen 117 sind vorzugs-
weise benachbart zu einer Speicherchip-Kontaktstel-
lengruppe 115 in einer Linie parallel zu der lateralen
Kante der PCB 101 angeordnet. Durch Anordnen von
mehreren Dampfungschip-Kontaktstellengruppen in
einer Linie parallel zu der lateralen Kante der PCB
101 kann die Lange der PCB 101 ebenso wie ihre
Hoéhe reduziert werden. Wird eine PCB 101 mit der
vorstehenden Konfiguration verwendet, kdnnen die
Komponenten (z.B. Speicherchips 110 und Damp-
fungschips 120) eines Speichermoduls 100 mit einer
derart hohen Dichte angeordnet werden, dass die
gleiche Menge an Speicher in einem kleineren Modul
100 angeordnet werden kann. Wie aus den Fig. 4A
und Eiqg. 4B ersichtlich, resultiert diese Konfiguration
aullerdem darin, dass einige der Dampfungs-
chip-Kontaktstellengruppen 117 in einem Zwischen-
raum zwischen benachbarten Speicherchip-Kontakt-
stellengruppen 115 angeordnet sind.

[0036] Die Dampfungschips 120, die fur das Spei-
chermodul 100 verwendet werden, kénnen Vier-
feld-Registerchips sein, die unter Verwendung einer
Kombination eines Kondensators und eines Wider-
stands konfiguriert sind. Spezieller kénnen ein Kon-
densator und ein Widerstand parallel geschaltet sein,
um einen Dampfungsschaltkreis 120 zu bilden. Fur
die Speicherchips 110 kdnnen zum Beispiel SDRAM,
Rambus-DRAM oder elektrisch 16schbare, program-
mierbare Festwertspeicher (EEPROM) verwendet
werden. Die Speicherchips 110 sind vorzugsweise
auf der Oberflache der PCB 101 basierend auf der
Abmessung der Chips 110 angeordnet. Die Anzahl
an Kontaktstellen, die auf der Oberflache der PCB
101 angeordnet sind, entspricht vorzugsweise der
Anzahl an Leiterbahnen, die von den Chips vorste-
hen.

[0037] AuRerdem sind in der PCB 101 vorzugswei-
se Metalldrahtleitungen ausgebildet. Die Metalldraht-
leitungen sind vorzugsweise in einer geraden Linie
zwischen der Verbindungskontaktstelle 131 des Ver-
binders 130 und den Leiterbahnen 121 angeordnet,
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die sich von dem Dampfungschip 120 aus erstre-
cken. Diese direkte, geradlinige Metallverdrahtung
hilft dabei, eine Dampfung des elektrischen Signals
zu verhindern, die in l&dngeren Drahtleitungen auf-
grund des Linienwiderstands der Metalldrahtleitun-
gen auftreten kann.

[0038] Des Weiteren ist der Abstand von der Verbin-
dungskontaktstelle 131 des Verbinders 130 zu der
Leiterbahn 111 des Speicherchips 110 im Vergleich
zu jenem des existierenden Speichermoduls (siehe
Fig. 5 und Fig. 6) drastisch reduziert. Insbesondere
fuhrt die Metallleitung nicht Gber den Dampfungs-
schaltkreis 120 zu der externen Seite des Speicher-
chips 110 uber den Dampfungsschaltkreis 120. Die
Metallleitung fuhrt stattdessen tber die PCB 101 un-
terhalb des Speicherchips und flihrt von der Verbin-
dungskontaktstelle 131 des Verbinders 130 zu der
Leiterbahn 121 des Dampfungschips 120. Demzufol-
ge ist in dem Speichermodul, das gemaf dieser Aus-
fuhrungsform der Erfindung aufgebaut ist, die Pfad-
lange des elektrischen Signals nicht vergréRert,
selbst wenn ein Pfad zwischen dem Verbinder 130,
dem Dampfungschip 120 und dem Speicherchip 110
langer sein kann, und die Signaldampfung kann redu-
ziert oder verhindert werden.

[0039] Wie zuvor beschrieben, sind in der PCB 101,
die gemal einer bevorzugten Ausflihrungsform der
Erfindung konfiguriert ist, die Dampfungschips 120
vorzugsweise benachbart zu einer lateralen Kante
von einem oder mehreren der longitudinal ausgerich-
teten Speicherchips 101 angeordnet. Die Hohe und
die Abmessung des Speichermoduls 100 kann da-
durch etwas reduziert werden. Auferdem kann in der
PCB 101, die gemal einer bevorzugten Ausfuh-
rungsform der Erfindung aufgebaut ist, durch Anord-
nen der Langskanten der Speicherchips parallel zu
der Langskante der PCB die Hohe der PCB reduziert
werden.

Patentanspriiche

1. Leiterplatte fir ein Speichermodul mit
— einem Leiterplattenpanel (101) mit zwei Langskan-
ten und zwei lateralen Kanten,
— einer Mehrzahl von Speicherchip-Kontaktstellen-
gruppen (115), die jeweils mehrere Kontaktstellen zur
Kontaktierung von auf beiden Seiten des Panels an
entsprechenden Speicherchipplatzen anzuordnen-
den Speicherchips (110) beinhalten, wobei die Spei-
cherchipplatze zu den Leiterplattenpanel-Langskan-
ten parallele Langskanten und zu den lateralen Kan-
ten des Leiterplattenpanels parallele laterale Kanten
beinhalten,
— einer Mehrzahl von Verbindern (130), die entlang
der Langskanten des Panels angeordnet sind, wobei
die Verbinder so konfiguriert sind, dass sie die Spei-
cherchip-Kontaktstellengruppen mit einem externen
Bauelement elektrisch verbinden, und

—einer Mehrzahl von Dampfungschip-Kontaktstellen-
gruppen (117) zur Kontaktierung von eingebauten
Dampfungschips (120), wobei die Dampfungs-
chip-Kontaktstellengruppen so konfiguriert sind, dass
sie eine elektrische Verbindung zu den Verbindern
herstellen und Signalrauschen dampfen,

dadurch gekennzeichnet, dass

— die Dampfungschip-Kontaktstellengruppen (117)
samtlich benachbart zu lateralen Kanten der Spei-
cherchipplatze, die zu den lateralen Kanten des Lei-
terplattenpanels (101) parallel sind, zwischen je zwei
benachbarten Speicherchipplatzen und/oder zwi-
schen einem benachbarten Speicherchipplatz und ei-
ner benachbarten lateralen Kante des Leiterplatten-
panels angeordnet sind.

2. Leiterplatte nach Anspruch 1, weiter dadurch
gekennzeichnet, dass die mehreren Speicher-
chip-Kontaktstellengruppen in regelmafligen Interval-
len in einer Linie parallel zu den Langskanten des
Leiterplattenpanels angeordnet sind.

3. Leiterplatte nach Anspruch 1 oder 2, weiter da-
durch gekennzeichnet, dass die Speicherchip-Kon-
taktstellengruppen so konfiguriert sind, dass sie an
Langskanten der Speicherchips ausgebildete Kon-
takte aufnehmen.

4. Leiterplatte nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
weiter dadurch gekennzeichnet, dass die Verbinder
eine Mehrzahl von Verbindungskontaktstellen bein-
halten, die mit den Speicherchip-Kontaktstellen elek-
trisch verbunden sind.

5. Leiterplatte nach Anspruch 4, weiter dadurch
gekennzeichnet, dass die Verbindungskontaktstellen
in regelmaRigen Intervallen angeordnet sind.

6. Leiterplatte nach Anspruch 4 oder 5, weiter da-
durch gekennzeichnet, dass die Verbindungskontakt-
stellen aus einem diinnen Metallfilm bestehen.

7. Leiterplatte nach einem der Anspriiche 1 bis 6,
weiter dadurch gekennzeichnet, dass je zwei Damp-
fungschip-Kontaktstellengruppen benachbart zu der
lateralen Kante eines benachbarten Speicher-
chipplatzes angeordnet sind.

8. Leiterplatte nach Anspruch 7, weiter dadurch
gekennzeichnet, dass die zwei Dampfungschip-Kon-
taktstellengruppen in einer Linie parallel zu den late-
ralen Kanten des Leiterplattenpanels angeordnet
sind.

9. Speichermodul mit
— einer Leiterplatte nach einem der Anspriiche 1 bis
81
— einer Mehrzahl von Speicherchips (110), die auf
den Speicherchipplatzen angeordnet sind, und
— einer Mehrzahl von Dampfungschips (120), die mit
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den Dampfungschip-Kontaktstellengruppen kontak-
tiert sind und von denen jeder einen Dampfungs-
schaltkreis beinhaltet, der dafiir ausgelegt ist, Rau-
schen in elektrischen Signalen zu dampfen, die zwi-
schen den Speicherchips und den Verbindern ausge-
tauscht werden, wobei die Dampfungschips (120)
samtlich benachbart zu lateralen Kanten der Spei-
cherchips angeordnet sind.

10. Speichermodul nach Anspruch 9, weiter da-
durch gekennzeichnet, dass die Speicherchips von
rechteckiger Form sind und mehrere Kontakte an
Langskanten der Speicherchips ausgebildet sind.

11. Speichermodul nach Anspruch 9 oder 10,
weiter dadurch gekennzeichnet, dass die Speicher-
chips jeweils einen fllichtigen Speicherchip beinhal-
ten.

12. Speichermodul nach Anspruch 11, weiter da-
durch gekennzeichnet, dass der Speicherchip einen
synchronen dynamischen Speicher mit wahlfreiem
Zugriff beinhaltet.

13. Speichermodul nach einem der Anspriiche 9
bis 12, weiter dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
binder mehrere Verbindungskontaktstellen beinhal-
ten, die durch im Inneren des Leiterplattenpanels
ausgebildete Metalldrahtleitungen mit den Kontakten
der Speicherchips elektrisch verbunden sind.

14. Speichermodul nach einem der Anspriiche 9
bis 13, weiter dadurch gekennzeichnet, dass jeder
Dampfungschip wenigstens einen Widerstand bein-
haltet.

15. Speichermodul nach einem der Anspriiche 9
bis 14, weiter dadurch gekennzeichnet, dass jeder
Dampfungschip ein Vierfeldregister beinhaltet.

16. Speichermodul nach einem der Anspriiche 9
bis 15, weiter dadurch gekennzeichnet, dass jeder
Dampfungschip einen Kondensator beinhaltet.

17. Speichermodul nach einem der Anspriiche 9
bis 16, weiter dadurch gekennzeichnet, dass der
Dampfungsschaltkreis einen Widerstand und einen
Kondensator beinhaltet, die parallel geschaltet sind.

18. Speichermodul nach einem der Anspriiche 9
bis 17, weiter dadurch gekennzeichnet, dass je zwei
Dampfungschips zwischen benachbarten Speicher-
chips angeordnet sind.

19. Speichermodul nach einem der Anspriiche 9
bis 18, weiter dadurch gekennzeichnet, dass je zwei
Dampfungschips in einer Linie parallel zu einer late-
ralen Kante der Leiterplatte angeordnet sind.

20. Verfahren zur Herstellung eines Speichermo-

duls, bei dem

— eine Mehrzahl von Speicherchips (110) auf einer
Leiterplatte nach einem der Anspriche 1 bis 8 in ei-
ner Linie parallel zu den Langskanten des Leiterplat-
tenpanels angeordnet wird, wobei die Langskanten
der Speicherchips parallel zu den Langskanten des
Leiterplattenpanels angeordnet sind, und

— eine Mehrzahl von Dampfungschips (120) samtlich
auf der Leiterplatte benachbart zu lateralen Kanten
der Speicherchips angeordnet wird.

21. Verfahren nach Anspruch 20, weiter gekenn-
zeichnet durch das Anordnen von mehreren Damp-
fungschips benachbart zu der lateralen Kante von ei-
nem jeweiligen Speicherchip in einer Linie parallel zu
den lateralen Kanten des Leiterplattenpanels.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen

FIG. 1
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FIG. 2A
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FIG. 4B
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FIG. 5 (STAND DER TECHNIK)
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FIG. 6 (STAND DER TECHNIK)
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